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 FIN324C 
支持单显示屏和双显示屏的 24 位超低功耗串行器/解串器 
 

特性 

 超低功耗：在5.44MHz时约4mA 

 通过RGB或微控制器接口支持双显示屏实现 

 无需外部参考时钟 

 支持SPI模式 

 可作为串行器或解串器使用的单一器件 

 直接支持Motorola®
风格的R/W微控制器接口 

 直接支持Intel®风格的/WE、/RE微控制器接口 

 最大选通脉冲频率为15MHz 

 使用Fairchild专有的CTL串行I/O技术 

 有BGA和MLP两种封装 

 宽并行电源电压范围：1.60至3.0V 

 低电压内核工作电压：VDDS/A=2.5至3.0V 

 跨越对的电压转换功能，无需外部组件 

 高 ESD保护：>15kV IEC 61000 

 省电突发模式操作 

 

应用 

 16/18位RGB手机单显示屏或双显示屏 

 具有微控制器接口的16/18位手机单显示屏或双显示屏 

 分辨率为QVGA或HVGA的手机单显示屏或双显示屏 

说明 
FIN324C是具有双选通脉冲输入的24位串行器/解串器。

可通过主/从选择引脚(M/S)将该器件配置为主器件或从器

件。这便于将同一器件用作串行器或解串器，从而将系统

中的组件类型减至最低。双选通脉冲输入有利于通过单个

µSerDes 对实现双显示屏系统。 FIN324C 能够适应

RGB、微控制器或SPI模式接口。当使用微控制器接口操

作一个或两个显示屏时，支持读和写事务。与其他

SerDes解决方案不同的是，不需要外部参考时钟。 

FIN324C设计用于超低功耗操作。复位 (/RES)和待机

(/STBY)信号可将器件置于超低功耗状态。在待机模式

中，从器件的输出将维护状态，允许系统从上次已知的状

态恢复操作。 

该器件使用了Fairchild专有的超低功耗、低EMI电流转换

逻辑™ (CTL)技术。在事务之间禁用串行接口可将串行接

口中的EMI降至最低，并节省能量。通过转换速率控制实

现了CMOS并行输出缓冲器，以调节容性负载并将EMI降
至最低。 

 

相关应用注释 

 有关其他信息，请访问：
http://www.fairchildsemi.com/userdes 

 AN-5058 µSerDes™常见问题解答 

 AN-5061 µSerDes™布线指导原则 

 AN-6047 FIN324C复位和待机 
 

http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5058.pdf#page=1
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5061.pdf#page=1
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6047.pdf#page=1
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订购信息 

订单号 
操作 

温度范围 封装说明 
 Eco 

Status 封装方法

FIN324CMLX -30 至 85°C 40管脚模塑四方形的MLP封装，JEDEC MO-220，6平方毫米 Green 带卷 

FIN324CGFX -30 至 85°C 42球极小比例尺球栅阵列(USS-BGA)，JEDEC MO-195， 
宽度为3.5 x 4.5毫米，球距为0.5毫米 RoHS 带卷 

 For Fairchild’s definition of “green” Eco Status, please visit: http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html.  

 

 

典型应用图解 

Baseband /
Microprocessor FIN324

2

WE/PCLK

Data/Control

24

FIN324

CKS

DS

LCD ‘A’

LCD ‘B’

WE/PCLK

WE/PCLK

Data/Control

24

Supports optional
secondary display

 

图1. 典型应用图解 
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引脚定义 

引脚 I/O类型 引脚编号 信号说明 

M/S CMOS IN 1 
主/从控制输入： 
主器件连接到基带处理器， 从器件则与显示屏相连。 
M/S=1 MASTER，M/S=0 SLAVE 

/RES CMOS IN 1 
复位和省电信号 

/RES=0：将所有电路复位并置于省电模式 

/RES=1：器件已启用 

/STBY CMOS IN 1 
主器件待机信号 

/STBY=0：器件处于省电模式 

/STBY=1：器件已启用 

SLEW CMOS IN 1 
从器件输出转换速率控制 

SLEW=1：信号沿变化率快 

SLEW=0：信号沿变化率慢 

PAR/SPI CMOS IN 1 
并行/SPI显示屏接口选择 

PAR/SPI=1：并行接口 

PAR/SPI=0：使用STRB0和WCLK0的SPI接口 

CKSEL CMOS IN 1 
主时钟源选择输入。 
CKSEL=1：STRB1和WCLK1有效 

CKSEL=0：STRB0和WCLK0有效 

DP[17:0] CMOS I/O 18 

并行数据I/O。 
I/O方向由M/S引脚和R/W内部状态控制。 
当PAR/SPI=0（仅从器件）时，DP[6] SPI模式SCLK信号引脚 

当PAR/SPI=0（仅从器件）时，DP[7] SPI模式SDAT信号引脚 

CNTL[5:0] CMOS I/O 6 
并行数据I/O。I/O方向由M/S引脚控制 

M/S=1：输入 

M/S=0：输出 

R/W  CMOS I/O 1 

读/写输入控制或输出信号。 
M/S=1：输入 

M/S=0：输出 

功能操作： 

R/W=1：读 

R/W=0：写 
STRB0 
STRB1 CMOS IN 2 字锁或像素时钟输入。 

WCLK0 
WCLK1 CMOS OUT 2 字锁或像素时钟输出。 

SCLK 
SDAT 
/CS 

CMOS I/O 2 

SPI模式信号引脚  
当M/S=1且PARI/SPI=0时，与CNTL[5]共享主SCLK输入。 

当M/S=1且PARI/SPI=0时，与CNTL[4]共享主SDAT输入。 

当M/S=1且PARI/SPI=0时，与STRB0共享主/CS输入。 

当M/S=0且PARI/SPI=0时，与DP[6]和CNTL[5]共享从SCLK输出。 

当M/S=0且PARI/SPI=0时，与DP[7]和CNTL[4]共享从SDAT输出。 

当M/S=0且PARI/SPI=0时，与WCLK0共享从/CS输出。 

CKS+ 
CKS- 

差分 

串行I/O 
2 串行时钟差分信号(1) 

DS+ 
DS- 

差分 
串行I/O 

2 串行数据差分信号(1) 

VDDP 电源 1 并行I/O和内部电路的电源。 
VDDS 电源 1 串行I/O的电源。 
VDDA 电源 1 内部位时钟发生器的电源。 

GND 电源 1-3 
接地引脚： 
BGA - C1和D2；E3仅用于供应商，必须绑定到地线。 
MLP - 中心焊盘；引脚12仅用于供应商，必须绑定到地线。 

注释： 
1. 串行I/O信号在从器件上互换，这样主器件与从器件之间的系统走线就无需交叉了。 
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引脚分配 
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图2. MLP引脚分配（40引脚，6x6毫米，0.5毫米间距，顶部视图） 

 
42 FBGA Package

3.5mm x 4.5mm
(.5mm Pitch)

(Top View)

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

 
 

主(M/S=1)  从(M/S=0) 

 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 

A R/W CNTL[4] 
或SDAT CNTL[2] STROB0 DP[17] DP[16]  A R/W CNTL[4] 

或SDAT
CNTL[2] WCLK0 DP[17] DP[16] 

B CKSEL CNTL[5]  
或SCLK 

CNTL[3] STROB1 DP[15] DP[14]  B VDDP CNTL[5] 
或SCLK

CNTL[3] WCLK1 DP[15] DP[14] 

C GND VDDP CNTL[1] CNTL[0] DP[13] DP[12]  C GND VDDP CNTL[1] CNTL[0] DP[13] DP[12] 

D CKS+ GND M/S DP[11] DP[9] DP[10]  D DS+ GND M/S DP[11] DP[9] DP[10] 

E CKS- VDDS GND DP[2] DP[7] DP[8]  E DS- VDDS GND DP[2] DP[7]或
SDAT

DP[8] 

F DS- VDDA PAR/SPI DP[0] DP[4] DP[6]  F CKS- VDDA PAR/SPI DP[0] DP[4] DP[6]或
SCLK

G DS+ /RES /STBY DP[1] DP[3] DP[5]  G CKS+ /RES SLEW DP[1] DP[3] DP[5] 

图3. BGA引脚分配 
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系统控制引脚 
(M/S)主/从选择：可根据M/S引脚的状态将给定器件配置

为主器件或从器件。 

表1. 主器件/从器件 

M/S 配置 

0 从器件模式 

1 主器件模式 
 

(PAR/SPI) SPI模式选择：PAR/SPI信号为SPI模式写操作

配置STRB0(WCLK0)。STRB1(WCLK1)始终以并行模式

运行。在SPI模式下控制信号CNTL[5:0]都将被传送。在

SPI模式下，可使用SCLK信号选通串行器。SPI模式仅支

持SPI写。 

表2. 通道0 PAR/SPI配置 

PAR/SPI M/S=1主器件 M/S=0从器件 

0 

SPI模式 
SDAT=CNTL[4] 
SCLK=CNTL[5] 

/CS=STRB0 

SPI模式 

SDAT=DP[7]和CNTL[4]
SCLK=DP[6]和CNTL[5]

/CS=WCLK0 

1 并行模式 并行模式 
 

(CKSEL)选通脉冲选择信号：CKSEL信号仅存在于主器

件上，确定哪些选通脉冲信号是有效的。有效的选通脉冲

信号由CKSEL和PAR/SPI输入选择。 

表3. PAR/SPI 

PAR/SPI CKSEL 主器件选

通脉冲源 从器件选通脉冲源 

0 0 CNTL[5] DP[6]和CNTL[5] 

0 1 STRB1 WCLK1 
1 0 STRB0 WCLK0 
1 1 STRB1 WCLK1 

 

 

(/RES, /STBY)复位和待机模式功能：复位和待机模式功

能由主器件的/RES和/STBY信号状态以及从器件的/RES
和内部待机检测信号状态确定。/RES控制信号有一个滤波

器，可拒绝/RES上的伪脉冲。 

表4. 复位和待机模式 

/RES /STBY(2) 主器件 从器件 

0 X 复位模式 复位模式 

1 0 待机模式 待机模式(2) 

1 1 操作模式 操作模式 

注释： 

2. 通过从主器件发送的控制信号将从器件置于待机模式。 

表5. 复位和待机模式状态 

引脚 主器件 

复位/待机 从器件复位 从器件待机

DP[17:0] 已禁用 低 上次的数据

CNTL[5:0] 已禁用 低 上次的数据

STRB[0:1] 
(WCLK[0:1]) 已禁用 高 高 

 

(SLEW)转换控制：转换控制仅在从器件模式中使用。该

信号可更改DP[17:0]、CNTL[5:0]、R/W 、WCLK1和

WCLK0信号的信号沿变化率，以便根据被驱动的负载优

化信号沿变化率。主器件读模式输出的信号沿变化率为

“慢”。有关“慢”和“快”信号沿变化率，请参见“交
流解串器规格”表。 

表6. 转换速率控制 

/STBY (SLEW) 从器件M/S=0 

0 “慢” 

1 “快” 
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CMOS I/O信号 

系统控制信号 
系 统 控 制 信 号 包 括 M/S 、 /RES 、 /STBY(SLEW) 、
PAR/SPI和CKSEL。为了获得连接灵活性，这些信号可

容忍过电压输入，高至连接到器件的最大电源电压。这允

许这些高位信号绑定到VDDS或VDDP电源，无需消耗静态

电流。这些信号都是CMOS输入，不允许浮动。 

并行I/O信号 

并行数据端口信号包括DP[17:0]、CNTL[5:0]、R/W和

STRB1(0)(WCLK1(0))信号。这些信号具有内置的电压转

换功能，允许将主器件和从器件的信号连接到不同的

VDDP电源电压。 

 
 

 

串行I/O信号 

CTL I/O技术 
使用Fairchild专有的差分CTL I/O技术实现串行I/O。在数

据传输过程中，向串行I/O供电至约0.5V的正常操作模

式。数据传输完成后，串行I/O转至约VDDS的较低功耗模

式。 

串行I/O方向逻辑 
主器件和从器件之间的串行I/O信号走线不能交叉。引脚

位置已设计为避免交叉走线。请参见表7、图4和图5。 

 

 
表7. 串行引脚方向 

 主器件(M/S=1)（焊盘/引脚编号） 从器件(M/S=0)（焊盘/引脚编号） 

封装 CKS+ CKS- DS- DS+ CKS+ CKS- DS- DS+ 

MLP 2 3 6 7 7 6 3 2 
BGA D1 E1 F1 G1 G1 F1 E1 D1 

 

 

 
 

BGA
Slave

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6

<DS+>

<DS->

<CKS->

<CKS+>

BGA
Master

G

F

E

D

C

B

A

DS-

CKS-

CKS+

6 5 4 3 2 1

DS+

 

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31MLP
Master

M/S

PAR/SPI

/RES

DS+

DS-

VDDA

VDDS

CKS-

CKS+

CKSEL(H)

MLP
Slave

CKSEL(H)

(DS+)

(DS-)

VDDS

VDDA

(CKS-)

(CKS+)

/RES

PAR/SPI

M/S

 

图4. BGA对 图5. MLP对 
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主器件/从器件读事务 

读 事 务 包 含 两 个 阶 段 ： 读 控 制 阶 段 ， 其 中 ， 将

CNTL[5:0]、R/W、CKSEL传输到解串器；读数据阶段，

其中，将读取从器件的DP[17:0]信号，并将其传回主器

件。从器件将生成自己的选通脉冲信号，以在数据中锁

定。在WCLKn信号变为HIGH之前，从数据必须是有效

的。 

主串行器操作（读控制阶段） 

当R/W信号确定为HIGH并且STROBE信号过渡为LOW
时，读周期的读控制阶段将开始。R/W信号只能在读周期

完成后才能过渡。对于读事务，只能捕获八个控制信号。

在读操作过程中将忽略18个DP位。要使数据正确串行

化，必须按照下列顺序执行： 

1. CPU选择输入选通脉冲源（CKSEL=0或1）。 

2. CPU发送信号(R/W=1, CKSEL, CNTL[5:0])。 

3. CPU发送LOW STROBE信号。 

从解串器操作（读控制阶段） 

1. 从串行传输捕获数据。 
2. 在内部将数据解码为读事务。 
3. 输出控制信号，并准备DP引脚接受数据。 
4. 输出WCLK脉冲的下降沿。 

从串行器读操作（读数据阶段） 

在操作的读控制阶段结束时启用从串行器。串行器的操作

与主串行化相同，不同的是，选通脉冲信号是在内部生成

的，并且只捕获数据位DP[17:0]。 

1. 将器件输出数据显示在WCLK的下降沿的DP总线上。 
2. 在所生成的WCLK信号的上升沿上捕获并行数据。 
3. 将数据流串行化。 
 

主解串器读操作（读数据阶段）： 

1. 接收有效的串行数据流。 
2. 输出数据DP[17:0]。 
3. CPU确定选通脉冲信号的上升沿以捕获数据。 
 

 

 

SPI写事务 
 

SPI模式是通过在主器件和从器件上同时确定PAR/SPI信
号低而激活的。只有在CKSEL=0时才会执行SPI写。在

SPI事务过程中，必须将SCLK连接到CNTL[5]，并且是串

行化的选通脉冲源。SDAT在CNTL[4]上，其余所有控制

信号和STRB0都被串行化。STRB0必须连接到SPI模式

芯片选择。 

在 SCLK 的 上 升 沿 上 , 将 捕 获 所 有 八 个 控 制 信 号

（CNTL[5:0], R/W, CKSEL）并对其进行串行化。不会发

送数据信号。解串器将捕获串行数据流并将其输出到并行

端口。 

如表2所示，SDAT和SCLK在多个引脚上输出。可将

DP[7]和DP[6]连接用于双模式操作的显示屏，数据引脚

与SPI信号可进行多路复用。当CNTL[5]和CNTL[4]信号

没有多路复用时，可使用这些信号。 
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应用图解 

 

VDDP

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2  NC
A1  NC
D3
F3
G3
G2
B1

VDDP1 

Notes:
1. Write-only Interface.
2. Unused slave output pin must be NC (No Connection). 
3. /CS used to strobe sub-display data.
4.
5. 

PCLK used for RGB mode
Pin numbers for BGA package.

.

 

/CS

 

PCLK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GPIO 
 

 
/STBY 

/RES
 

CKSEL

Main Display 
PCLK

 
 
R,G,B [5:0]

 Hsync
 Vsync
 SD 

OE 
 

Sub- Display 
Data [7:0] 
D/C 
/CS 
RESET 
P/S 

 

2  
Edge Rate Control Option 
SLEW must be connected 
to VDDP or GND for low 
power. 

VDDP  VDDS/A

 
 
 

STRB0

 

STRB1

 
 

 
 

  
 

 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 
PAR/SPI 
/STBY 

/RES
CKSEL

R,G,B[5:0] DP[17:0]
Hsync_D/C CNTL[0]

Vsync CNTL[1]

OE CNTL[3]
SD CNTL[2]

RESET CNTL[4]

VDDP  VDDS/A

 
 
 

WCLK0

 

WCLK1

 
 

DP[17:0]

 
CNTL[0]

 
CNTL[1]

 CNTL[2]            
CNTL[3]

 CNTL[4] 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 

PAR/SPI 
SLEW 

/RES
 

VDDP

 

VDDP1 VDDS/A VDDP2 VDDS/A 

CKS+
CKS-

DS+
DS-

CKS+
CKS-

DS+
DS-

D1
E1

G1
F1

G1
F1

D1
E1

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1
D3
F3
G3
G2
B1

E3
D2
C1

E3
D2
C1

C2            E2    F2 C2            E2    F2

Baseband
Processor

Master Slave

GND
GND
GND

GND
GND
GND

 
图6. 具有并行RGB主显示屏和6800型微控制器子显示屏的双显示屏 

 

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1  NC
D3
F3
G3
G2
B1

Notes: 
1. Write-only Interface.  
2. Unused slave output pin must be NC (No Connection). 
3. /WE used to strobe sub-display data.
4.
5.

 PCLK used for RGB mode
Pin numbers for BGA package.

.

 

/WE

 

PCLK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPIO 
 

 
/STBY 

/RES
 

CKSEL

 

Main Display 
PCLK

 
 
R,G,B [5:0]

 Hsync
 Vsync
 SD 

OE 
 

Sub- Display 
Data [7:0]  
ADDR
/WE
RESET 
P/S 
/CS  

VDDP2
 
Edge Rate Control Option 
SLEW must be connected 
to VDDP or GND for low 
power. 

VDDP  VDDS/A

 
 
 

STRB0

 

STRB1

 
 

 
 

  
 

 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 
PAR/SPI 
/STBY 

/RES
CKSEL

R,G,B[5:0] DP[17:0]
Hsync_ADDR CNTL[0]

Vsync CNTL[1]

OE CNTL[3]
SD CNTL[2]

RESET CNTL[4]

VDDP  VDDS/A

 
 
 

WCLK0

 

WCLK1

 
 

DP[17:0]

 
CNTL[0]

 
CNTL[1]

 CNTL[2]            
CNTL[3]

 CNTL[4] 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 

PAR/SPI 
SLEW 

/RES
 

VDDP

 

VDDP1 

VDDP1 VDDS/A VDDP2 VDDS/A 

CKS+
CKS-

DS+
DS-

CKS+
CKS-

DS+
DS-

D1
E1

G1
F1

G1
F1

D1
E1

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1
D3
F3
G3
G2
B1

E3
D2
C1

E3
D2
C1

C2            E2    F2 C2            E2    F2

/CS

Baseband
Processor

Master Slave

GND
GND
GND

GND
GND
GND

 
图7. 具有并行RGB主显示屏和x86型微控制器子显示屏的双显示屏 
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应用图解（续） 

VDDP1 

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2  NC
B2  NC
A1  NC
D3
F3
G3
G2
B1

Notes: 
1. Write-only interface (R/W hardwired LOW). 
2. SPI sub-display interface PAR/SPI=LOW for both master and slave.. 
3. SCLK connected to CNTL[5]; SDAT connected to CNTL[4].
4.
5.
6.

 Shared data pin SDAT; SCLK connections on sub-display.
Unused slave output pin must be NC (No Connection). 
Pin numbers for BGA package.

 

/CS

 

PCLK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPIO 
 

 
/STBY 

/RES
 

CKSEL

 

Main Display 
PCLK

 
 
R,G,B [5:0]

 Hsync
 Vsync
 SD 

 
 

Sub- Display 
SCLK  
SDAT
/CS
D/C
RESET

 

P/S
 
 

VDDP2  
Edge Rate Control Option 
SLEW must be connected 
to VDDP or GND for low 
power. 

VDDP  VDDS/A

 
 
 

STRB0

 

STRB1

 
 

 
 

  
 

 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 
PAR/SPI 
/STBY 

/RES
CKSEL

R,G,B[5:0] DP[17:0]
Hsync CNTL[0]
Vsync CNTL[1]

D/C CNTL[3]
SD CNTL[2]

SDAT CNTL[4]

VDDP  VDDS/A

 
 
 

WCLK0

 

WCLK1

 
 

DP[17:0]

 
CNTL[0]

 
CNTL[1]

 CNTL[2]            
CNTL[3]

 CNTL[4] 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 

PAR/SPI 
SLEW 

/RES
 

VDDP

 

VDDP1 VDDS/A VDDP2 VDDS/A 

CKS+
CKS-

DS+
DS-

CKS+
CKS-

DS+
DS-

D1
E1

G1
F1

E3
D2
C1

G1
F1

D1
E1

E3
D2
C1

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1
D3
F3
G3
G2
B1

GND
GND
GND

C2            E2    F2 C2            E2    F2

SCLK

Module 1

F6 SCLK DP[6]
E5 SDAT DP[7]

Baseband
Processor

Master Slave

GND
GND
GND

 

图8. 具有RGB主显示屏和SPI子显示屏接口的双显示屏 

VDDP1 

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1
D3
F3
G3
G2
B1

Notes: 
1. R/W interface. R/W signal connected to baseband microprocessor. . 

  
 

2.
3.
4. 

Unused slave output pin must be NC (No Connection). 
PAR/SPI connected HIGH to indicate parallel operation.
Pin numbers for BGA package..

 

/CS0

 

/CS1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPIO
 

 
/STBY 

/RES
CKSEL

Main Display 
/CS1

 
 
DATA[17:0]

 D/C
 
 RESET 1

R/W
 
 

 

Sub- Display 
DATA [17:0] 
D/C
/CS0
RESET 0
P/S

 
 
 

VDDP2  
Edge Rate Control Option 
SLEW must be connected 
to VDDP or GND for low 
power. 

VDDP  VDDS/A

 
 
 

STRB0

 

STRB1

 
 

 
 

  
 

 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 
PAR/SPI 
/STBY 

/RES
CKSEL

DATA[17:0] DP[17:0]
CNTL[0]
CNTL[1]

D/C
RESET 0
RESET 1

CNTL[3]
CNTL[2]

CNTL[4]

VDDP   VDDS/A

 
 
 

WCLK0

 

WCLK1

 
 

DP[17:0]

 
CNTL[0]

 
CNTL[1]

 CNTL[2]            
CNTL[3]

 CNTL[4] 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 

PAR/SPI 
SLEW 

/RES
 

VDDP

 

VDDP1 VDDS/A VDDP2 VDDS/A 

CKS+
CKS-

DS+
DS-

CKS+
CKS-

DS+
DS-

D1
E1

G1
F1

G1
F1

D1
E1

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1
D3
F3
G3
G2
B1

E3
D2
C1

E3
D2
C1

C2            E2    F2 C2            E2    F2

Module 1

 

R/W

NC
NC
NC

Baseband
Processor

Master Slave

GND
GND
GND

GND
GND
GND

 

图9. 具有并行微控制器主显示屏和子显示屏的R/W双显示屏 
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应用图解（续） 
 

VDDP1 

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2  NC
B2  NC
A1
D3
F3
G3
G2
B1

Notes: 
1. Dual display R/W Intel® interface.  

  
 

2.
3.
4.
5.

 

Unused slave output pin must be NC (No Connection). 
GPIO signal used to select READ or WRITE functionality. Connected to CKSEL and R/W.
Displays selected via the chip selects.
Pin numbers for BGA package.

.

 

/RE

 

/WE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPIO
 

 
/STBY 

/RES
CKSEL0
CKSEL1

Main Display 
/RE
/WE

 
 
DATA[17:0]

 ADDR
 
 

/CS1
 
 

 

Sub- Display 
/RE  /WE
DATA[7:0]
ADDR  
/CS0 

 

 
Edge Rate Control Option 
SLEW must be connected 
to VDDP or GND for low 
power. 

VDDP  VDDS/A

STRB0

 

STRB1

 

 
 

  
 

 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 
PAR/SPI 
/STBY 

/RES
CKSEL

DATA[17:0] DP[17:0]
CNTL[0]
CNTL[1]

ADDR

/CS0
/CS1 CNTL[3]

CNTL[2]

CNTL[4]

VDDP   VDDS/A

 

 

WCLK0

 

WCLK1

 
 

DP[17:0]

 
CNTL[0]

 
CNTL[1]

 CNTL[2]            
CNTL[3]

 CNTL[4] 
CNTL[5] 

R/W
 

 
 M/S 

PAR/SPI 
SLEW 

/RES
 

VDDP

 

VDDP1 VDDS/A VDDP2 VDDS/A 

CKS+
CKS-

DS+
DS-

CKS+
CKS-

DS+
DS-

D1
E1

G1
F1

E3
D2
C1

G1
F1

D1
E1

E3
D2
C1

A4
B4

D4:G6
C4
C3
A3
B3
A2
B2
A1
D3
F3
G3
G2
B1

C2            E2    F2 C2            E2    F2

Module 1

VDDP2

Baseband
Processor

Master Slave

GND
GND
GND

GND
GND
GND

 

图10. 双R/W x86型微控制器显示屏接口 

 

 
 

其他应用信息 
 
柔性线路：以高串行速率传输串行I/O信息。在实现此串行I/O柔性电缆时须谨慎。在开发柔性线路或柔性PCB时应使用

以下最佳做法。 

 使所有四个差分串行线的长度保持相同。 

 不允许噪声信号越过或接近差分串行线。 
示例：CMOS不允许走线越过差分串行线。 

 在整个差分串行线全程，仅使用一个接地层或接地走线。在顶层和底层同时铺地。 

 设计目标为100欧姆差分特性阻抗。 

 不要将测试点放在差分串行线上。 

 在距离天线最短2厘米的距离使用差分串行线。 

 有关应用说明或柔性线路指导原则，请访问Fairchild的网站，地址是

http://www.fairchildsemi.com/products/interface/userdes.html，与您的销售代表联系，或致信

interface@fairchildsemi.com直接与Fairchild联系。 
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绝对最大额定值 

如果应力超过绝对最大额定值，则可能会损坏该器件。如果超过建议的操作条件，该器件可能不工作或无法操作，建议

不要使器件应力超过这些级别。此外，如果应力施加过度而超过建议的操作条件，可能会影响器件的可靠性。绝对最大

额定值仅为应力额定值。 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDD 电源电压 -0.5 +3.6 V 

 所有输入/输出电压 -0.5 VDDP+0.5 V 

TSTG 储存温度范围 -65 +150 °C 

TJ 最高结温  +150 °C 

TL 管脚温度（焊接，四秒）  +260 °C 

ESD 

IEC 61000板电平  15 kV 

人体模型, JESD22-A114 
所有其他引脚  7.5 

kV 
串行I/O, /RES, PAR/SPI to GND  14.0 

 

建议操作条件 
建议操作条件表定义实际的器件操作条件。指定建议操作条件的目的是确保数据表规格的最佳性能。Fairchild建议不要

超过这些规格，或不要设计为绝对最大额定值。 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDDA, VDDS
(3) 电源电压 2.5 3.0 V 

VDDP 电源电压 1.6 VDDA/S V 

TA 操作温度 -30 +85 °C 

注释： 
3. VDDA和VDDS电源必须共同硬连接到相同的电源。VDDP必须小于或等于VDDA/VDDS。 
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电气规格 
下列值对超电源电压和操作温度范围有效，除非另有指定。 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

直流并行I/O和串行特性 
VIH 输入高电压 0.7 x VDDP  VDDP V 
VIL 输入低电压 GND  0.3 x VDDP V 

VOH 输出高电压 
SLEW=0 IOH=-250µA 

0.8 x VDDP
 

 V 
SLEW=1 IOH=-1mA 

VOL 输出低电压 
SLEW=0 IOL=250µA 

 
 

0.2 x VDDP V 
SLEW=1 IOL=1mA 

IIN 输入电流 -5  5 µA 
VGO 串行输入电压接地偏移 从器件相对于主器件  0  V 
Z 串行传输线阻抗 70 100 120 Ω 

电源特性 

IDYN_SER 主器件的动态电流 
VDDA/S=2.75V，
M/S=1，VDDP=1.8V，
/STBY=1，/RES=1 

5.44MHz 

 

4 

 mA 12.00MHz 7 

15.00MHz 8 

IDYN_DES 从器件的动态电流 

VDDA/S=2.75V, M/S=0 
VDDP=1.8V，
/STBY=1，/RES=1，
CL=0pF 

5.44MHz 

 

5 

 mA 12.00MHz 8 

15.00MHz 10 

IBRST_M 主器件的突发待机电流 
VDDA/S=2.75V，VDDP=1.8V，
M/S=1，/STBY=1，/RST=1， 

无STROBE信号，CL=0pF 
 1.3  mA 

IBRST_S 从器件的突发待机电流 
VDDA/S=2.75V，VDDP=1.8V，
M/S=0，/STBY=1，/RST=1， 
无STROBE信号，CL=0pF 

 1.8  mA 

ISTBY 待机电流 串行器或解串器VDDS/A=VDDP=3.0V，
/STBY=0, /RST=1   10 µA 

IRES 复位电流 串行器或解串器VDDS/A=VDDP=3.0V，
/RST=0   10 µA 

交流操作特性 
fWSTRB0 写选通脉冲频率 CKSEL=0 STRB0  0  8 MHz
fWSTRB1 写选通脉冲频率 CKSEL=1 STRB1 0  15 MHz
fRSTRB 读选通脉冲频率 0  2 MHz
tR, tF 输入信号沿变化率

(4)   40 ns 
tS1 写模式设置时间 STRBn ↑之前的DP，图11 5   ns 
tH1 写模式保留时间 STRBn ↑之后的DP，图11 15   ns 

tS2 读模式设置时间 STRBn ↓之前的R/W，CNTL 
图12 0   ns 

tH2 读模式保留时间 STRBn ↓之后的R/W，CNTL 
图12 16   ns 

tS-STRB CKSEL至STRBn设置时间 

有效信号缘STRBn(5)
之前的

CKSEL，SPI /CS之前的CKSEL，
CKSEL之前的SPI /CS 
图13，图14 

50   ns 
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符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

交流解串器规格 

tR0, tF0 
WCLK0,WCLK1的输出信号

沿变化率 
SLEW=0，CL=5pF 20%至80%(4) 8  17 

ns 
SLEW=1，CL=5pF 20%至80%(4)   10 

tR1, tF1 
R/W、DP[17:0] CNTL[5:0]的
输出信号沿变化率 

SLEW=0，CL=5pF 20%至80%(4) 8  22 
ns 

SLEW=1，CL=5pF 20%至80%(4)   17 

tCS CNTL[5:0],R/W至WCLKn的
下降沿 

M/S=0(6)
，CL=5pF 50%至50%(4) 

图15 0 4  ns 

tPDV-WR0 DP、CNTL至WCLK0 ↑ PAR/SPI=1(6)
，图15 50 60  ns 

tPDV-WR1 DP、CNTL至WCLK1 ↑ PAR/SPI=1(6)
，图15 18 24  ns 

tPDV-RD CNTL至WCLKn ↑ PAR/SPI=1(6)
，图17 200 224  ns 

tPDV-SPI 数据、CNTL 至SCLK ↑ PAR/SPI=0(6)
，图16 40 60  ns 

tPWL-WR0 WCLK0脉冲宽度低；写模式 M/S=0，R/W=0，PAR/SPI=1(6,7) 
图15 50 56  ns 

tPWL-WR1 WCLK1脉冲宽度低；写模式 M/S=0，R/W=0，PAR/SPI=1(6,7) 
图15 18 20  ns 

tPWL-RD WCLK的脉冲宽度低；读模

式 
M/S=0，R/W=1，PAR/SPI=1(6,7) 
图17 200 220  ns 

tPWL-SPI 
WCLK的脉冲宽度的；SPI模
式 

M/S=0，R/W=0，PAR/SPI=0(6,7) 
图16 40 56  ns 

交流数据延迟 

tPD-WR0 写延迟  WRITE模式，CKSEL=0(8,9,10) 
图15  147 

 
ns 

tPD-WR1 写延迟  WRITE模式，CKSEL=1(8,9,10) 
图15  111 

 
ns 

tPD-RD 读总延迟 READ模式
(8,10,11) 

图17  340 480 ns 

tPD-RDC 读控制延迟 READ模式
(8,10,12) 

图17  276 
 

ns 

tPD-RDD 读数据延迟 READ模式
(8,10,13) 

图17  84 
 

ns 

tPD-SPI SPI 写延迟  SPI-WRITE模式
(8,10,14) 

图16  115 
 

ns 

交流振荡器规格 
fOSC 串行操作频率  240 275 310 MHz

tOSC-STBY 待机后的振荡器稳定时间 VDDA=VDDS=2.75V 
/RES=1，/STBY ↑过渡  15 30 µs 

tOSC-RES 复位后的振荡器稳定时间 VDDA=VDDS=2.75V 
/STBY=1，/RES ↑过渡  30 50 µs 

交流复位和待机时序 
tVDD-OFF 与/RES相关的省电

(15) 图19 20   µs 

tSTRB-RES 上次STRBn ↑之后的/RES M/S=1，/STBY=1，R/W=0(16)

图19 0   ns 

tSTRB-STBY 上次选通脉冲之后的待机时

间 
M/S=1，/STBY=1(17) 
图19 200   ns 

tRES-OFF 主/从器件复位禁用时间 M/S=1 /STBY=1，/RES=↓ 
图19  15 20 µs 
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符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

tVDD-SKEW VDDP和VDDA/S之间允许的斜度
(18) 图18 -∞  +∞ ms 

tVDD-RES VDD稳定之后的最短复位低时

间 
M/S=0，/RES=↑(19) 
图18 20   µs 

tRES-STBY /RES ↑之后的/STBY等待时间 M/S=1 /RES=1，/STBY=↑ 
图18 20   µs 

tDVALID /STBY至有效的选通脉冲信

号沿 
M/S=0 /RES=1(20) 
图18 30   µs 

注释： 

4. 已特性化，但未经过生产测试。 
5. 选通脉冲的有效信号沿是写事务的上升沿和读事务的下降沿。 
6. 通过串行时钟频率以及串行数据位测试进行非直接测试。 
7. 脉冲宽度低WCLKn测量结果是在30%的VDDP条件下测量得到的。当SLEW=0或SLEW=1时，测量结果适用。 
8. 时间越短，振荡器频率就越高。时间越长，振荡器频率就越低。 
9. 写延迟是通过主串行器和从解串器的延迟时间、跨越柔性电缆的时间和I/O传播延迟时间的总和。 
10. 假设通过柔性电缆和I/O的传播延迟为20ns。 
11. 读延迟总时间tPD-RD是读控制阶段延迟(tPD-RDC)和读数据阶段延迟(tPD-RDD)的总和。tPD-RD=tPD-RDC+ tPD-RDD。 
12. 读控制延迟是通过主串行器和从解串器的延迟时间、跨越柔性电缆的时间和I/O传播延迟时间的总和。 
13. 读数据延迟是通过从串行器和主解串器的延迟时间、跨越柔性电缆的时间和I/O传播延迟时间的总和。 
14. SPI写延迟是通过主串行器和从解串器的延迟时间、越过柔性电缆的时间和I/O传播延迟时间的总和。 
15. 能够允许器件在进入省电模式之前完全复位的时间。 
16. 内部复位滤波器允许在读或写数据传输完成之前进行确定。 
17. 可确保在转到待机状态之前完成上次写事务的时间。 
18. VDDA/S必须同时供电。VDDP可以相对于VDDA/S的任何顺序供电，无需消耗静态电量。通过特性化保证。 
19. 当电源转为HIGH之后，/RES信号应在指定的最短时间内保持低状态。建议使/RES在电源启动过程中保持低状态。 
20. STRBn必须保持断开状态，直到内部振荡器稳定为止。 
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典型性能特性 

STROBE

DP,CNTL Data

tS1

tH1

STROBE

DP,CNTL Data

Setup Time

Hold Time

Setup: CKSEL=0 or 1, R/W=0

STRBn

CNTL,R/W Control

tS2
Setup Time

tH2

STRBn

CNTL,R/W Control

Hold Time

Setup: CKSEL=0 or 1, R/W=1

图11. 主器件写设置和保留时间 图12. 主器件读设置和保留时间 

  

STRB1

DP,CNTL Data

Setup: CKSEL=0 or 1, R/W=0

STRB0

CKSEL

tS-STRB tS-STRB

SPI /CS

tS-STRB

STRB1

CNTL Data

Setup: CKSEL=0 or 1, R/W=1

STRB0

CKSEL

tS-STRB tS-STRB

图13. CKSEL写设置时间 图14. CKSEL读设置时间 

  

Setup: CKSEL=0 or 1, R/W=0, PAR/SPI=1

CKS

STRBn

DS

DP
CNTL

WCLKn

tPD-WR

tPWLntCS

tPDV

Setup: CKSEL=0, R/W=0, PAR/SPI=0, /CS=0

CKS

Master SCLK

DS

Slave SDAT, CNTL, /CS

Slave SCLK

tPD-SPI

tPWL-SPItCS

tPDV-SPI

 
图15. 从器件写模式时序 图16. 从器件SPI模式时序 
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典型性能特性（续） 

Setup: CKSEL=0 or 1, R/W=1, PAR/SPI=1

CKS

STRBn

DS

CNTLSLV

WCLKn]

DPSLV

DPMSTR

tPD-RD C tPD-RDD

tPD-RD

tPWL-RDntCSn

tPDV-RDn

 
图17. 从器件读模式时序 

 

 

VDDP

VDDS/A

/RES

/STBY

DP[23:0],R/W

STRBn

CKS

DS

OFF ON

tVDD-SKEW

Dynamic ModeStandby Mode

Valid Data

tVDD-RES

tDVALID

tRES-STBY

Deserializer  
图18. 供电时序 

 
 

VDDP

VDDS/A

/RES

/STBY

STROBE

Deserializer
OFFON

Dynamic Mode

tVDDOFF

tSTRB-STBY

tSTRB-RES

tRES-OFF

Standby Mode

 
图19. 省电时序 
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物理尺寸 

NOTES:

A.  CONFORMS TO JEDEC REGISTRATION MO-220, VARIATION
     WJJD-2 WITH EXCEPTION THAT THIS IS A SAWN VERSION..

B.  DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

C.  DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M-1994.

D.  LAND PATTERN PER IPC SM-782.

E.  WIDTH REDUCED TO AVOID SOLDER BRIDGING.

F.  DIMENSIONS ARE NOT INCLUSIVE OF BURRS, MOLD FLASH, OR
     TIE BAR PROTRUSIONS.

G.  DRAWING FILENAME: MKT-MLP40Arev3.

6.00

6.00

0.80 MAX
0.10 C

SEATING
PLANE

0.08 C 0.05
0.00

(0.20)

C

0.15 C

0.15 C

PIN #1 IDENT

0.50

4.20
4.00

0.50
0.30

4.20
4.00

0.50 0.10 C A B
0.05 C

0.18-0.30

A

B

6.38MIN

0.20MIN

4.77MIN

4.37MAX

0.28 MAX 0.50TYP

(0.80)

X4

X40 E

(DATUM A)

(DATUM B)
PIN #1 ID

 
图20. 40管脚，模塑型MLP封装 

Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner 
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify 
or obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions, 
specifically the warranty therein, which covers Fairchild products. 
 
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings: 
http://www.fairchildsemi.com/packaging/. 
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物理尺寸（续） 

 
 

图21. 42球，球栅阵列(BGA)封装 

Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner 
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify 
or obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions, 
specifically the warranty therein, which covers Fairchild products. 
 
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings: 
http://www.fairchildsemi.com/packaging/. 
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